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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークにプラズマ処理を施すプラズマ処理装置を構成するプラズマ処理装置用部材であ
って、
　アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる基材と、
　前記基材の表面に陽極酸化処理のみで形成された膜厚が３μｍ以上の陽極酸化皮膜とを
備え、
　前記陽極酸化皮膜は、印加電圧１００Ｖ時のリーク電流密度が０．９×１０－５（Ａ／
ｃｍ２）を超えるものであることを特徴とするプラズマ処理装置用部材。
【請求項２】
　ワークにプラズマ処理を施すプラズマ処理装置を構成するプラズマ処理装置用部材であ
って、
　アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる基材と、
　前記基材の表面に陽極酸化処理と前記陽極酸化処理の後に行う熱水浸漬による封孔処理
とで形成された膜厚が３μｍ以上の陽極酸化皮膜とを備え、
　前記陽極酸化皮膜は、当該陽極酸化皮膜の少なくとも一部がベーマイトおよび／または
擬ベーマイトであって、印加電圧１００Ｖ時のリーク電流密度が０．９×１０－５（Ａ／
ｃｍ２）を超えるものであることを特徴とするプラズマ処理装置用部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体、液晶を製造するための成膜、エッチング等を行うプラズマ処理装置
を構成するプラズマ処理装置用部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体、液晶を製造するための成膜、エッチング等を行うプラズマ処理装置を構
成する部材には、多数のアルミニウム部材が使用されている。特に、図２に示すように、
プラズマ処理装置（ＣＶＤ装置）１０においては、処理チャンバ１１内部の上部、下部に
設置される上部電極１２、下部電極１３は、高い耐食性が要求されると共に、これら電極
の表面状態がプロセスの均一性、安定性に大きく影響するため、その表面は、機械的形状
の制御、表面処理による制御など、様々な工夫が行なわれている。
【０００３】
　また、プラズマ処理装置（ＣＶＤ装置）１０においては、下部電極１３には、ウエハ、
ガラス基板等のワークＷが直接載置されている。そして、ワークＷの成膜処理が終了する
と、下部電極１３の外周端部の数箇所に設けられた孔１５を貫通して上昇するノックピン
１６が、ワークＷを下部電極１３の上方に持ち上げ、持ち上げられたワークＷはロボット
ハンド（図示せず）等によって処理チャンバ１１から取り出される。このようなノックピ
ン１６でワークＷを持ち上げる際に、ワークＷが静電吸着により下部電極１３から離れな
くなる、いわゆる「スティッキング」が発生することがある。このようなスティッキング
の発生は、ノックピン１６の破損、ひいてはワークＷの破損につながるため、スティッキ
ングを防止する観点から、下部電極１３の表面にブラスト処理などを施すことが行われる
場合がある。
【０００４】
　このようなブラスト処理については、特許文献１に記載があり、このブラスト処理によ
る方法では、突出した急峻な先端部が下部電極１３の表面上に形成され、ワーク（ウエハ
）Ｗとの磨耗により発生する固体粒子が不純物汚染の原因となること、加えて、下部電極
１３の磨耗進展により、下部電極１３とウエハＷとの接触割合が増大し、下部電極１３か
らウエハＷへの熱伝導が変化し、ウエハＷの膜のプロセス条件に悪影響を及ぼすことが記
載されている。そして、ブラスト後に急峻な先端部を除去する目的で、下部電極１３の表
面を化学的エッチングにより研磨処理する方法が提案され、この研磨処理により、下部電
極１３とウエハＷとの接触面積が減少、静電吸着力が低減して、スティッキングが防止さ
れることが記載されている。また、特許文献２においても、旋盤加工により、下部電極１
３の表面に波打ち形状等の凹凸を設け、ウエハＷとの接触面積を減らし、スティッキング
を防止することが記載されている。
【特許文献１】特許第３１６０２２９号公報（段落０００８～００１０、００２１、００
２５、図２）
【特許文献２】特開平８－７００３４号公報（請求項５、段落００１６、図１０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、下部電極１３の場合、特許文献１のようにブラスト処理を行うと、下部
電極１３に不可避的に残留応力が生じ、下部電極１３が反り、ウエハＷを安定に保持でき
ないことがある。また、特許文献２のように下部電極１３の表面を波打ち形状等にパター
ン化すると、下部電極１３のパターンに沿って、ウエハＷに成膜ムラが生じる恐れがある
。したがって、ブラスト処理または表面パターン化処理を行なった特許文献１または２の
プラズマ処理装置用部材は、下部電極１３に要求される耐スティッキング性と性能に優れ
たものではなかった。
【０００６】
　また、下部電極１３、上部電極１２に代表されるプラズマ処理装置用部材においては、
部材に静電気が保持された状態では、プラズマプロセス中に、部材の微小欠陥などの電気
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的に弱い部分に局所的に電気が集中し、異常放電などの不具合を生じる恐れもある。
【０００７】
　本発明は前記問題を解決するものであり、耐スティッキング性に優れ、プラズマプロセ
ス中の異常放電を抑制することが可能なプラズマ処理装置用部材を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、ワークにプラズマ処理を施すプ
ラズマ処理装置を構成するプラズマ処理装置用部材であって、アルミニウムまたはアルミ
ニウム合金からなる基材と、前記基材の表面に陽極酸化処理のみで形成された膜厚が３μ
ｍ以上の陽極酸化皮膜とを備え、前記陽極酸化皮膜は、印加電圧１００Ｖ時のリーク電流
密度が０．９×１０－５（Ａ／ｃｍ２）を超えるプラズマ処理装置用部材として構成した
ものである。
【０００９】
　前記構成によれば、基材の表面に陽極酸化皮膜を備えることにより、プラズマ処理装置
用部材に耐食性が付与される。また、陽極酸化皮膜が所定のリーク電流密度を有すること
により、ワーク表面への半導体製膜処理等のプラズマプロセス中に、プラズマ処理装置用
部材に帯電する電荷が少なくなり、ワークが部材表面に静電吸着することが抑制されると
共に、プラズマ処理装置用部材の電荷分布が均一となり、電気的に集中する部分が少なく
なる。また、陽極酸化皮膜が所定の膜厚を有することにより、プラズマ処理装置用部材に
酸、アルカリなどへの耐薬品性、及び耐ガス腐食性が付与される。
【００１０】
　また、請求項２に記載の発明は、ワークにプラズマ処理を施すプラズマ処理装置を構成
するプラズマ処理装置用部材であって、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる基
材と、前記基材の表面に陽極酸化処理と前記陽極酸化処理の後に行う熱水浸漬による封孔
処理とで形成された膜厚が３μｍ以上の陽極酸化皮膜とを備え、前記陽極酸化皮膜は、当
該陽極酸化皮膜の少なくとも一部がベーマイトおよび／または擬ベーマイトであって、印
加電圧１００Ｖ時のリーク電流密度が０．９×１０－５（Ａ／ｃｍ２）を超えるプラズマ
処理装置用部材として構成したものである。
【００１１】
　前記構成は、熱水浸漬による封孔処理により実現でき、封孔処理により導入される微細
なクラックにより陽極酸化皮膜のリーク電流密度の制御が出来、より好ましいリーク電流
密度を有することとなり、プラズマ処理装置用部材に帯電する電荷がより少なくなると共
に、電荷分布がより均一となる。また、熱水浸漬による封孔処理では、陽極酸化皮膜の皮
膜表面付近の皮膜膨張が過剰に進行することが抑制され、膜厚すべてに伝播するクラック
が発生し難くなる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るプラズマ処理装置用部材によれば、プラズマ処理装置の下部電極として使
用した際の耐スティッキング性に優れ、また、プラズマ処理装置の下部電極、上部電極ま
たはその他の部材に使用した際のプラズマプロセス中の異常放電を抑制することが可能と
なる。また、酸、アルカリなどへの耐薬品性、及び耐ガス腐食性が優れたものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１はプラズマ処理装置用
部材の構成を模式的示す断面図、図２はＣＶＤ装置の構成を模式的に示す断面図である。
　本発明は、ワークにプラズマ処理を施すプラズマ処理装置を構成するプラズマ処理装置
用部材である。そして、プラズマ処理装置とは、ドライエッチング装置、ＣＶＤ装置、Ｐ
ＶＤ装置、イオン注入装置、スパッタリング装置等の半導体や液晶の製造工程（成膜、エ
ッチング等）で使用する装置である。
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【００１４】
　図２に示すように、プラズマ処理装置の代表的なものであるＣＶＤ装置１０は、所定の
内部空間を有する処理チャンバ１１と、その処理チャンバ１１内に対向するように配置さ
れる上部電極１２および下部電極１３とを備える。上部電極１２は、処理チャンバ１１の
上部に配置され、ガス取入口（図示せず）に接続している。下部電極１３は、処理チャン
バ１１の下部に下部電極支持アーム１４により支持されている。また、下部電極１３は、
その端部には所定間隔（例えば、下部電極１３が円盤形状の場合には、外周端部に３～４
箇所）に、孔１５が穿設されている。さらに、そのピンホール１５内には、ノックピン１
６が挿通されている。
【００１５】
　そして、ＣＶＤ装置１０では、ソースガス（例えば、テトラエチルオルソシリケートと
酸素ガスとの混合ガス）が、ガス取入口（図示せず）から上部電極１２を介して、真空排
気された処理チャンバ１１内に導入される。下部電極１３およびその表面に載置されたワ
ーク（ウエハ、ガラス）Ｗは、下部電極１３に内蔵あるいはボルト等により締結されたヒ
ータ（図示せず）により、所定温度に加熱される。そして、処理チャンバ１１内を所定圧
力に減圧維持し、上部電極１２に所定の高周波電力を印加することにより、上部電極１２
と下部電極１３との間にプラズマを発生させる。これにより、ウエハＷの上に所定厚みの
半導体膜（例えば、シリコン酸化膜）が成長する。成膜終了したウエハＷは、ノックピン
１６を孔１５内で上昇させることにより、下部電極１３から分離し（持ち上げられ）、ロ
ボットハンド（図示せず）等によって処理チャンバ１１から取り出される。
【００１６】
　なお、本発明のプラズマ処理装置用部材は、前記のＣＶＤ装置１０においては、上部電
極１２および下部電極１３を構成する部材として好適に使用されるが、上部電極１２およ
び下部電極１３に限定されず、ＣＶＤ装置１０を構成する、例えば、処理チャンバ１１、
ノックピン１６等を構成する部材として使用してもよい。
【００１７】
　次に、本発明のプラズマ処理装置用部材の構成について説明する。
　図１に示すように、プラズマ処理装置用部材１は、アルミニウムまたはアルミニウム合
金からなる基材２と、前記基材２の表面に形成された陽極酸化皮膜３とを備える。以下、
各構成について、説明する。
（基材）
　基材２となるアルミニウムまたはアルミニウム合金は特に限定されないが、プラズマ処
理装置用部材として十分な機械的強度、熱伝導率、電気伝導率を有する観点から、ＪＩＳ
規定の３０００系合金（Ａｌ－Ｍｎ系合金）、５０００系合金（Ａｌ－Ｍｇ系合金）、ま
たは６０００系合金（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金）が好ましい。
【００１８】
　基材２の形態は、プラズマ処理装置用部材1の使用箇所によって異なるが、圧延材、押
出材または鍛造材であることが好ましい。したがって、基材２は、従来公知の圧延方法、
押出方法または鍛造方法によって作製される。
【００１９】
（陽極酸化皮膜）
　陽極酸化皮膜３は、中央部にポア（空孔）４を有する六角柱形状のセル７を基本構成と
するセル集合体であって、ポーラス層（ポア４が形成された部分）５とバリア層（前記ポ
ーラス層５と基材２との間に介在してポア４のない層）６とを積層した複合皮膜である。
また、陽極酸化皮膜３の少なくとも一部が、ベーマイトおよび／または擬ベーマイトであ
ることが好ましい。なお、このような陽極酸化皮膜３が基材２の表面に形成されることに
より、本発明に係るプラズマ処理装置用部材１に耐ガス腐食性が付与される。ここで、基
材２の表面とは、基材２の全表面だけでなく、一部のみに陽極酸化皮膜３が形成されてい
るものも含まれる。例えば、プラズマ処理装置用部材１を、図２に示すようなＣＶＤ装置
１０の下部電極１３として使用する際には、少なくともウエハＷと接する側の表面に陽極
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酸化皮膜３が形成されていればよい。
【００２０】
　本発明においては、陽極酸化皮膜３に適度なリーク電流を発生させ、そのリーク電流密
度を所定範囲に調整する、具体的には、印加電圧１００Ｖ時のリーク電流密度が０．９×
１０-5（Ａ／ｃｍ２）を超えるように調整する。陽極酸化皮膜３が、このようなリーク電
流密度を有することにより、本発明に係るプラズマ処理装置用部材１を、図２に示すよう
なＣＶＤ装置１０の下部電極１３として使用した際に、ウエハＷのスティッキングを抑制
することが可能となる。また、プラズマ処理装置用部材１を上部電極１２、下部電極１３
、あるいは他の部材に適用した際には、プラズマプロセス中の異常放電を抑制することも
可能となる。リーク電流密度が０．９×１０-5（Ａ／ｃｍ2）以下であると、前記効果が
低下する。耐スティッキング性の観点からはリーク電流密度の上限を特に定めるものでは
ないが、リーク電流密度が２０×１０-5（Ａ／ｃｍ２）を超えると耐ガス腐食性が低下す
ることから、リーク電流密度は、０．９×１０-5（Ａ／ｃｍ２）を超え２０×１０-5（Ａ
／ｃｍ２）以下が好ましい。
【００２１】
　すなわち、ＣＶＤ装置１０において、本発明に係るプラズマ処理装置用部材１で下部電
極１３を構成すると、ウエハＷの表面の半導体成膜処理時に、下部電極１３に帯電する電
荷が陽極酸化皮膜の微細クラックから放電され、その電荷が少なくなる。その結果、半導
体成膜処理後、ウエハＷの下部電極１３への静電吸着が抑制され、ウエハＷの取り外し時
にスティッキングが生じない。また、プラズマ処理装置用部材１で上部電極１２、下部電
極１３または他の部材を構成すると、プラズマ処理装置用部材１に帯電する電荷が陽極酸
化皮膜の微細クラックから放電され、電極または部材に電気的に集中する部分が少なくな
り、電荷分布が均一となる。そのため、プラズマプロセス中において電気的に弱い部分に
電気が集中して起こるいわゆる異常放電を抑制することができ、プラズマの均一性を向上
することが出来る。
【００２２】
　前記のリーク電流密度は、陽極酸化皮膜３の膜厚および構造制御により制御することが
できる。陽極酸化皮膜３のリーク電流密度を膜厚のみで制御する場合には、膜厚は１０μ
ｍ未満が好ましい。膜厚が１０μｍ以上であると、膜厚制御だけではリーク電流密度を制
御することが難しい。ただし、膜厚が１０μｍ未満においても、より安定してリーク電流
の値のばらつきを制御するためには以下に示す陽極酸化皮膜３の構造制御を行うことがよ
り好ましい。また、酸、アルカリなどへの耐薬品性、及び耐ガス腐食性の観点から、陽極
酸化皮膜３の膜厚は３μｍ以上に制御することが好ましい。従って、膜厚を３μｍ以上に
制御して以下の陽極酸化皮膜３の構造制御を行なうことがより好ましい。一方、膜厚が１
２０μｍを超えると、膜厚が厚くなりすぎて内部応力などの影響により陽極酸化皮膜３が
皮膜剥離を起こし易くなる。したがって、膜厚は３～１２０μｍがより好ましく、最適膜
厚としては１０～７０μｍである。なお、膜厚の制御は、後記する陽極酸化処理の条件を
制御することによって行なわれる。
【００２３】
　陽極酸化皮膜３の構造制御とは、リーク電流の発生と耐ガス腐食性を両立させるため、
陽極酸化皮膜３に発生するクラックの密度、分布を制御し、クラックが微小、かつ膜厚す
べてに伝播しないようにするものである。このような制御は、後記する陽極酸化皮膜３の
水和処理(封孔処理)によって、陽極酸化皮膜３の少なくとも一部がベーマイトおよび／ま
たは擬ベーマイト化することによって行なわれる。ここで、陽極酸化皮膜３の一部がベー
マイトおよび／または擬ベーマイト化したかどうかは、りん酸－クロム酸水溶液浸漬試験
（ＪＩＳＨ８６８３－２）での、陽極酸化皮膜３の溶解速度により確認することができる
。そして、陽極酸化皮膜３の溶解速度が１００ｍｇ／ｄｍ2／１５ｍｉｎ以下であれば、
陽極酸化皮膜３の一部がベーマイトおよび／または擬ベーマイト化したとみなすことがで
きる。また、このようなベーマイトおよび／または擬ベーマイト化の制御は、水和処理（
封孔処理）の条件を制御することによって行なうことができる。
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【００２４】
　前記のリーク電流密度、水和酸化物を有する陽極酸化皮膜３を基材２の表面に形成する
陽極酸化処理方法は、以下のとおりである。
　陽極酸化処理は、電解液中にアルミニウム合金を浸漬して電圧を印加し、陽極において
発生する酸素に起因する酸化現象を利用して、アルミニウム合金表面に酸化アルミニウム
皮膜を形成するものである。そして、この陽極酸化処理には、その通電方式として直流法
、交流法および交直重畳法等、様々な方式が用いられる。
【００２５】
　陽極酸化処理の電解液は特にこだわらず、硫酸溶液、りん酸溶液、クロム酸溶液、ほう
酸溶液などの無機酸系溶液、或いはギ酸溶液、シュウ酸溶液などの有機酸系溶液およびこ
れらの混合液が例示される。
【００２６】
　陽極酸化処理時の電解電圧については特に限定されず、皮膜成長速度や電解液濃度など
に応じて適宜制御すればよい。例えば、シュウ酸溶液を用いる場合、電解電圧が低いと皮
膜硬度が小さくなることがある。また、十分な皮膜成長速度が得られなくなり、陽極酸化
効率が悪化する。一方、電解電圧が高いと陽極酸化皮膜３が溶解されやすくなり、陽極酸
化皮膜３に欠陥が生じることがある。したがって、電解電圧は、好ましくは１０Ｖ以上１
２０Ｖ以下、より好ましくは１５Ｖ以上１００Ｖ以下とする。さらに、陽極酸化処理時間
としては特に限定されず、所望する陽極酸化皮膜３の膜厚が得られる程度の時間を適宜計
算しながら処理時間を決めればよい。
【００２７】
　本発明においては、リーク電流を発生するため、前記の陽極酸化処理後、陽極酸化皮膜
３（ポーラス層５）を高温の水に接触させる水和処理（封孔処理）を施すことがよい。水
和処理方法としては、陽極酸化皮膜３を熱水中に浸漬（熱水浸漬）する方法、または、水
蒸気に曝す方法が挙げられる。水蒸気に曝して水和処理する場合、水蒸気を高温（例えば
１００℃以上）にする等、水和可能な状態となる様に処理条件を適宜調整すればよい。た
だし、皮膜表面付近の皮膜膨張が過剰に進行すると、膜厚すべてに伝播するクラックが発
生することがある。その結果、プラズマ処理装置用部材１の耐ガス腐食性が低下を招く。
そのため、水和処理時の温度、処理時間などの精緻な制御が必要となる。特に、水蒸気に
曝す水和処理では、より精緻な制御が必要となるため、熱水浸漬による水和処理が推奨さ
れる。そして、熱水（沸騰水）浸漬の温度、処理時間は、陽極酸化処理の電解液の種類、
陽極酸化皮膜３の膜厚、陽極酸化皮膜３へのクラックの発生条件により適宜決定するが、
８０～１００℃×５～３１０分が好ましく、８０～１００℃×５～６０分がより好ましい
。
【実施例】
【００２８】
　次に、本発明の実施例について説明する。
　ＪＩＳ規定の６０６１合金、５０５２合金からなるアルミニウム基材に、表１に示す条
件にて陽極酸化処理（通電方法は直流法）および封孔処理を行い、アルミニウム基材表面
に陽極酸化皮膜が形成された供試材を作製した。得られた供試材について、以下に示す測
定方法で、リーク電流密度、および、りん酸－クロム酸水溶液浸漬試験による陽極酸化皮
膜の溶解速度を測定した。ここで、実施例１～６、８、９、１１～１５では陽極酸化処理
および封孔処理を行ない、実施例７、実施例１０、比較例１～４では陽極酸化処理のみ行
い、封孔処理は行なわなかった。
【００２９】
（リーク電流密度の測定）
　前記供試材から試験片（５０×５０×５ｍｍ）を作製し、試験片の陽極酸化皮膜表面に
アルミニウムを約１μｍ蒸着し、測定用の約１ｃｍ角の電極を形成した。そして、市販の
電流電圧測定器を用い、印加電圧１００Ｖでのリーク電流密度を測定した。その結果を表
２に示す。
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（溶解速度の測定）
　ＪＩＳＨ８６８３－２　１９９９に基づいて前記試験片をりん酸－クロム酸水溶液に浸
漬した後、浸漬前後の試験片の質量減少を測定し、溶解速度（ｍｇ／ｄｍ２／１５ｍｉｎ
）を算出した。ＪＩＳＨ８６８３－２　１９９９に記載されている様に、試験片は硝酸水
溶液（５００ｍＬ／Ｌ、１８～２０℃）に１０分間浸漬させた後、試験片を取り出して脱
イオン水で洗浄し温風乾燥した後、質量を測定した。次いで試験片を３８±１℃に保持し
たりん酸－無水クロム酸水溶液（りん酸３５ｍＬ、無水クロム酸２０ｇを脱イオン水１Ｌ
に溶かしたもの）に１５分間浸漬させた。試験片を取り出し、水槽中で洗浄してから流水
中で十分に洗浄し、更に脱イオン水中で十分洗浄し温風乾燥した後、質量を測定し、単位
面積あたりの質量減少を算出した。その結果を表３に示す。ここで、溶解速度が、１００
ｍｇ／ｄｍ２／１５ｍｉｎ以下であれば、陽極酸化皮膜の一部がベーマイトおよび／また
は擬ベーマイト化したとみなすことができる。
【００３１】
　次に、前記供試材を用いて、以下の試験を行い、耐スティッキング性、異常放電の抑制
について評価し、その結果を表２に示す。
【００３２】
（耐スティッキング性試験）
　前記供試材から、図２に示すようなＣＶＤ装置１０の下部電極１３（φ２５０ｍｍ）を
作製し、ＣＶＤ装置１０を用いて、ウエハＷ１００枚（φ２００ｍｍ）を処理し、スティ
ッキング発生の有無を調査した。スティッキングは下部電極１３の外周端部４箇所（９０
度毎４箇所）からノックピン１６を上昇させ、ウエハＷが下部電極１３からスムーズに剥
がれるかを目視にて判定した。そして、この試験結果で、ウエハＷのスティッキングが全
く発生しなかったものを耐スティッキング性が優れるとして「○」、１～２枚のウエハＷ
にスティッキングが発生したものを耐スティッキング性が良好として「△」、５枚以上の
ウエハＷにスティッキングが発生したものを耐スティッキング性が劣るとして「×」、と
各々評価した。
　なお、ＣＶＤ装置１０は、ソースガスを用いて処理チャンバ１１内の清掃を行なった上
で、下部電極１３と下部電極１３上に載置したウエハＷを３００～３８０℃に加熱し、約
２～５Ｔｏｒｒ（約２６０～６７０Ｐａ）に減圧維持された処理チャンバ１１内で、プラ
ズマを発生させ、ウエハＷの表面に５００ｎｍ程度のシリコン酸化皮膜を生成させるもの
を使用した。
【００３３】
（異常放電試験）
　前記供試材から、図２に示すようなＣＶＤ装置１０の上部電極１２（φ２５０ｍｍ）を
作製し、ＣＶＤ装置１０を用いて、前記耐スティッキング性試験と同様にしてウエハＷ１
００枚（φ２００ｍｍ）を処理し、異常放電発生の有無を調査した。異常放電の抑制の評
価は、前記スティッキング試験と同時に行い、上部電極１２の上に約０．１～１ｍｍ程度
の褐色～黒色の点状痕の有無を目視にて判定した。そして、試験の結果で、点状痕が全く
ないものを異常放電の抑制に優れるとして「○」、点状痕が１～２点のものを異常放電の
抑制が良好として「△」、点状痕が３点以上のものを異常放電の抑制に劣るとして「×」
、と各々評価した。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
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【表２】

【００３６】
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【表３】

【００３７】
　表１～３の結果から、実施例１～１５は、請求の範囲を満足するため、耐スティッキン
グ性および異常放電の抑制に優れていた。また、比較例１～４は、請求の範囲を満足しな
いため、耐スティッキング性および異常放電の抑制に劣っていた。また、表３の結果から
、実施例１～６、８、９、１１～１５では、陽極酸化皮膜の溶解速度が１００ｍｇ／ｄｍ
2／１５ｍｉｎ以下で、陽極酸化皮膜の一部がベーマイトおよび／または擬ベーマイト化
されていることが確認された。そして、実施例７、実施例１０、比較例１～４では、陽極
酸化皮膜の溶解速度が１００ｍｇ／ｄｍ2／１５ｍｉｎ以上で、陽極酸化皮膜がベーマイ
トおよび／または擬ベーマイト化されていないことが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係るプラズマ処理装置用部材の構成を模式的に示す断面図である。
【図２】ＣＶＤ装置の構成を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　　プラズマ処理装置用部材
　２　　　基材
　３　　　陽極酸化皮膜
　４　　　ポア
　５　　　ポーラス層
　６　　　バリア層
　７　　　セル
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